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铁电液晶空间光调制器氢化非晶硅薄膜 

p-i—n光敏层的研究 
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L．查堡互 陈 杰 王汝笠严义埙 
(巾困科学院上海技术物理研究所，青年光电 】：程研究中心，上海 ．200083) 

A摘要描进 氧化非晶硅 镁电藏晶空间光调觏器的结构和 作原理，并从器件的电学模型出 
好．善 苣讨 粒体器件对 馘层 特怔孽 戒，对 a Si：H薄膜 口i n 敏层ffs制作和光 电特性 

进行 T研究 ，一 ～  

关键词 盐辱：垫些韭曼兰 型  ／n 

引言 

空间光调制器 T 年 12 

~947／ 
光寻址窜间光调制器(OASLM)是 一种町以根据输入的写入 图像调制读出光束特性的 

光电转换器件，作为光信息处理等J,V厢中的关键器件．可以完成 ：维图像的波长转换、非相 

F．干仃干图像转换和 图像增强等多种功能．()ASI M 通常以液晶层作为光调制材料 ，半导体 

材糕或薄膜(如 c Si、BSO、GaAs晶体和 CdS、a—s ：H薄膜等 ～ )作为光敏层．光敏层吸收 

i入光 像并产生柑 守问变化的电场分布．橱制层则-叮饭据电场分布实现对读出光的调 

制．J啊r 问光 渊制器的液酣 #要足向列型液晶 (NI C)和铁电液晶(FI c)．NI C响戍外电 

场幅值 与其极性厄欠 ．响臆时『HJ 47~JL l‘毫秒嗣级．F1 C的响成 与外电场的极性和幅值有 

关，常片J的表面稳定型铁 电维品(SSFI C)具彳『双稳卷响应特性 ，响应速度比 NI C快得多， 

响应时fH】与外电场成反比．达儿 f‘到几百微秒量级- ． 

氯化非晶硅(a—si：H)薄膜具有良女阳 空々问分辩率、光灵敏度、光谱响应特性和高的响应 

速度，而n易于制成大面积薄膜．困 可用 a si：H薄膜作为光敏层、FLC作为光调制 构 

成光寻址铁电液品审问光调制器．进行 维光信 和图像的实时输入和处理，在光信息处理 

驶光计算、光存储等研究中其有很好的应朋前景． 

本 文分析 了这种氢化非品硅／铁电液晶(a—Si：H／FI．C)空间光调制器的结构和 [作原 

理．井结台时电学模 和等效 电路的讨论，着重分析 l『整体器件对光敏层的要求．对 a Si：H 

薄膜 p-i n光敏层的制作和光电特性进行了研究、测试和讨论． 

J 铁电液晶空间光调制器的结构及工作原理 ’ 

我们汁沦的光．≠址 a Si：H／FLC窄蝴光调制器通常由夹在两透明电极之 间的光敏层、 

·· 海 l节科技发展 盎博士后科研资助计蜘资曲项 日 
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铁电;在晶空间光调制器氢化革晶硅薄膜
p-if 光敏层的研究赘

AL主BaJ陈盔王汝笠严立j~
( '1'1司黔学院上海技京军ÞJf理研究湾电青年光电 J:程研究中心.上海 .200083>

A 烧要 主苦述了主 ft jF 品哇，统屯度晶空间走瓷缸嚣的结梅和工杠原理.并从器件约电学嘎型的

走，看，，，t论 I 警体器件 τ吉克敏层的转告要求，又:f a-Si ， H 茸蕴 p-I-n 走敏层的幸Jj择手.!t 电转件

进行 τ 研究 /、一/"-

关键词冯盈运且居埠J主毡!F兰主主J毡，主主主主主主

主 i言
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光二?址哇邱光满剥器(()ASLM)是→种 "J以根据输入的写入图像调制i辈出光束特性的

光电转接器件，作 J.J光信息处理等，.:; Ilì中的关键器件，吁以完成:维图像前议长转换、非相

「今 tllt'图像转换和图像增强等事件功能.OASLM 通常以液品层作为光酒制材料，半导体

材料我薄殡飞在口 εSi 、BSO ，G.A~ 品 1辛丰\l CdS ， a-Sò，H 薄膜等二卜 1~ )作为光敬层.光敏层吸收

吁人光i到豫并产生柑J.~í.空间变化的电场分布，幌市~M 则 IJJ假据电场分高实现对读出光的调

树.1百 j二字 i可光调市~器的液M， l二要是 M列理l液品 (NI 矿cl 在1钦电掖品 (FU'). NLC ß手l苑外电

局幅筐 IIii与其极tt 毛关，响J.ìi 1f-tr~J 古 JL I 毫秒录缀.FLC 的响应与外电场的极性在11隔僵告

关.常用的表面稳定型铁电痕品 (SSFIX)具肖汉稳态响应特性.哥哥j主速度比 NLC t是得多，

晴'lH'Ð1rnJ 与外电场成反比，达JL r予JJLs微秒量级~4-]

氧化非晶硅(a→钮，且》薄膜具有良好的空间分辩率、光灵敏度、光谱口商1在特性和高的响应

速度.西j 1 1.易 F 割成大忌'照薄膜[';J刑i可 ffl a-Si ， H 薄膜作为光敬廷、FLC 作为光i愚弄毒层悔

吗光寻垃铁电法品号声问光满制辛苦，进行二维光Ui 号和图像的实时输入和处理，在光信息处理

攻克计算、党存储等研究中tt有很好的应用前累，

*主分析了?主精T氢化非品硅f铁电被品 (a-Si ， H/FLC)空向光源市j器的结梅和 ζ作原

理. JH占台付电子模赞秘等'iì 电路的讨论.主导重分析 f整体器件时光敏层的要求.M n-Sì , H 

炸rFL~ p-i-n 光敏层的和i作和1光电特性进行了研究、;需试和讨论，

E 铁电液晶空间光润摇器的结构及工作原理

我们汁论的光 J址 a-Sì ， H!FLC '71hJ光调制器通常 IÍI 夹在两透明电极之间的光敏层、

-1:海南斜技吉展筝岔i寺士后科蜡安结it1Il资助项 R
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期 束振 ‘：铁电触 ， 卒问光 制器氧化 {l：晶硅薄膜 p i n光敏胫的研究 

反射层 液晶定向J ；和液晶联等 系列多层膜构成， 1 这 光 址 a si：H／FI (：器件的 

典型结构 ．1̂J捉商光敏屡的响应速度．采用 a—sj：H P i—n光电 极管作为光敏胺．这种光 

敏层可用等离予辉兆放 电(PECVD}技术制备．在透 f『月电微 } 依次淀积硎掺杂的P J文 本征 

麒 i和磷掺杂的 n层。形成 P i n结构．分别 -透 i导电膜和反射层上倾斜燕镀 SiO k 或采 

用聚合物摩攘等方法使铁电液品定J ．万波驱曲电J 面过两侧的透 明导电膜(IT())加到光 

电 极管和液晶 ；1．．选取 FI (’的厚度 d满足 2dz3n一；／2，其中 △ 为舣折射系数， 为虞 

出光的波长．使之成为可控的 F波片． 

谣出光束f I 反射光柬 

1 光寻址 a—Si：H／F1 C S1．M } 构 

FiR．1 Sehen]atic diagram of 

the a S ：H／FLC t)ASI．M 

2 a Si：H／FLC S1 M 等效电跚 

Fig 2 Equivalent circuit of 

Ihe a—S ．H／F1 C S1 M 

a Si：H／FI (’SLM 的等放 电路如 2所示。 中 n 和1̂ 一 分别表示液品的电祷辅1电 

l5J【．Rs为包括 a sj体电阻 j对戌 电膜电阻之干̈．圮 表示光电 檄管的反阳电阻 ．( 足光 

电 =饭管电容．包括几何电容和 i颧 誊有羌的P i n结耗尽层电容两部分．理想状态 ， { 

电j 为正(【I 向偏j‘)时光电 檄管导通 ，电 要降在液晶层上，这时定义为()FF态． 反 

向偏开{(电压为伉)无光照时，光电 檄管 导通，灿液晶层 h尢 降．故仍保持 ()FF惫．若 

反偏时有光照．则在光电 极管(导通)作用 使反问电j‘降在液晶层上，从而使光照 域成 

为ON态．这样就 呵 通过控制 j入光[瓤和电压极性得到 OFF和ON两种状态． 

2 器件对光敏层的特性要求 

d̈  FIc 响应外电场的幅值和极性 ，FI 【：通常用 波电j 驱动，要求光敏腻 jI冉 对 

称的光 电特傩 ．闻此通常采用 a—si：H薄膜型 p i—n光电 极管作为光敏 ． 

实际上 ，为保证器件 lF常 f作． 斤面戍使 R 《 一̂ ，使 l1 偏时液晶层 J 的电 接近 

一 ， 同时保证反偏无光照时 FI，C l：的压降很小．另 方面应使 R 》R ：，这样反偏尢光照 

时才能使 FI c 电压接近 j：零。否则 n：FLC 卜0f起的负电压使 FI c在尤光照时也处 lr 

ON态．另外，对 称 波电压 F，若 ( 一 > ”，川使一：极管陶抗 下降，而液晶层 f：的 唔降增 
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1 费主 斗、医 y ，按电列电品仅归J 1[;榈树黯氧比 11 品延薄膜 p-I-n 光敏泣的研充 I 勾

;王射!二、被品泛|品JV归液晶段等 系9" J 多!二哥要沟成 .1到 i 为这件光丢址 a-SI:H/FL<.电器 Il r'J!J

典型结构 1到. >J.J提高光敏层的略问这;主.采用 "-5î ,H p 卜n 光电二慑管作;在Itt敏!二.这种光

敏层可用等离子辉光放电 (PECVlJ.技术市j 备，在透明电波;二依次挝棋锦掺杂的 p J二、斗q，E

j乏 i 和鳞掺杂的 n JL~. 形成 p-i-n :'古构作别在透明导电膜手rr匠射坛上饭如蒸镀 s，ou或采

司司聚合协摩擦等市法使铁电痕品在 F1. tn在驱动电Jli通过病侧的透~Jl \争电膜(JTO) !.JJJ到充

电二极管利液晶 J， i 1 二.选l[{日，正唱的 i字!豆 d 满足 2d.iln 二 λ/2. 同中 éln "h双折射系数 .λ 为泼

墨觉前波长.使之或:在I "f控约"二ì'tJ-r . 
5 
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厂- ---乒二半L吁"
P.

FV 读出相 t I fH1精 flc 

I霄 1 光手主t a-Si di ,tFLC -SLÞ" l ~11向 i节

Fi;g. 1 Sche血;nl，，' dl .1 Rrå01 01 

th"" a-Sr: 1-f.'FLC ,)J\SLM 

i甘~ a-Sì :H/FLC SLM 辛苦主电站

Fjg. Z EquivaJent circwtυf 
the J.-S j- ~J号 !FLC SLM 

a-Si:日IFLC SLM 的等'i'{电路却IÍ钊 2 所 'l~ .1弩中 C.l-l t 白 1 R .. ì_( 分别麦后液品的电容和电

阻 ~Rs 主1包tf;a-Sij体电Il!l'手对内斗电模电归之初 .1<唱，去币光电二极管的反 1;号电闪l ~('" 5.是光

电工极管电窍哩包括 11M电在手n 可频率百关的 p-I-n '!'占琵尽层电容内部4击，理想状态 F.41

电i江为 j[( !lc I占]闹 l 白的光电:愤管寻.îlIl.电ltit三婪降{'I:液晶坛上，这时主义为 OFF 态. Ifll 民

间偏ffi( 电压为负 3元光照ut.光电 L极管 1~寻淫，哇IJ液晶层 tιlli阵.故仍保悖。FF.~辛苦

反偏ut有光照，附在光电二极管〈号子远〉作用 f使 l豆 i与电压阵在液晶层 i二，从而使光照 I{域自E

t;ON 态.这样就 nf以通过J字号11)".气光来l'!!电 rr;搔党冯主到IJ OFF 在1 ON ~在j神状态.

z 器件对光敏层的特性要求

III r FLC 响应外电场的幅值在l 段性，FLt电通常用机度电j丘猛动，安求光敬乌!!l flll 叫

称的光电特性，冈比通常采用 a-Si:日薄膜望 p-L-n 光电:慑管作为光敏hF--~

实际上雹为保证器件正常:r:t午， 方面iJ王佼 K'^ 、 Rcu>.j吏，H商时液晶;二 1:的电 Jr~接近

γ-.同时保证反偏元光照Ht FLC 1:灼 jl，挎很小，另 A方面 J交使 R.，，';.\R凹，这样反搪j乙光照

自才才能使 FLC t-电压接近 f苓 • ~i 硝 (10 FLC 1-.们起的项电 fli使 FLC 在元光邓 It.j也处于

ON 态另外，对荷~Ji i由电 lli F.苦已 s. ">CE'!f • 则 fot- 二搔管汩抗F烽.而液.1高层 t的 rE烨增
, 

" 
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加，也会使无光照时的 FLC处于 ON 态．因此，在光电二极管的结构设计中，应保证 。《 

R一 ，R 》 m 和 C >cF 即应使 a—si：H的体电阻和电容尽量小而反向漏电阻尽量大． 

图 3 a—si：H的可见及近红外透射光谱 
Fig．3 Transmittance spectra of 

the PECvD a—SitH films 

／v 

图 4 a-Si：H薄膜 p-i—n光敏层 

的光照和暗电流一电压(I-V)特性 

Fig．4／-V characteristics of the a—Si!H 

D—i—i1 phot0dlode in the dark and 

under white-light illumination 

考察由频率为 ，的 到 +的方波 电压驱动的 FLC SLM．无写入光照时，光敏层在负 

电压周期的暗电流必须足够小，从而不能对 FLC充电而置 ON．因此负电压时的暗电流 j 

必须满足 

》2，(CFLc+Cs)f 1． (1) 

这里将上述的光敏层进一步等效成电阻 R 和电容 C 的并联 ，式中G 和 Cs分别是液晶 

和光敏层的电容．同时为了防止无写入光照时 FLC置 ON，应使在驱动方渡的每一负电压 

阶后由于电容分压而形成的 FLC上的电压非负 ，则意味着 C Lc—C ，即 

d孔c／ FLc= ．§／E． ． (2) 

式中drLc和 卸Lc分别为液晶层的厚度和介电常数 ， ． 和 分别为光敏层的厚度和介 电常 

数．由于液晶的介电常数约为a—si：H光二极管的 1／3，因而a—si：H光敏二极管的厚度应是 

FLC层的 3倍嘲． 

另外，为使 FLC完全置OFF(擦除)态，在方波正电压周期光敏层必须提供足够 电荷 ， 

这可由正向偏置的光电二极管提供，最小电流应满足 

》2，【G¨+C )J +l+2P]， (3) 

式 中P为FLC的自极化强度． 

以上是 FLC OASLM 对光敏层光电性能的基本要求 ，此外还有横向电阻率 (限制器件 

的空间分辨率)、光谱响应以及响应速度等方面的要求． 

3 a-Si：H薄膜 p-i—II光敏层的制作和特性测试 

章 际制 作 时 鞋 们 将 错 犀 的蛄 桕 甜 计 为 a—Si!H 菹 膊 珊 D—i—n光敏 二 栅 管 ．a—Si H 屡 的 
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棚，也会使无光照时的 FLC 处于 ON 态.因此，在光电工极管的结梅设计中，应保证 R~~

RFl.I:， R岳王i>Rnc和 C..- S.>CFL乞，即应使 .-Si ， H 的体电阻和电容尽量小两反向漏电阴尽量大.

京
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<
气

、 16-$
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l{\-J 

S运B 800 '00" 10-. 

>10m -.j -2 (1 2 
v Jv 

tæ 4 o-Si，H 薄瘾p-I-fl 光敏层

的光照和黯电流-电压(l-V!辛苦住
Fìg.4 [-V characledstics of 出e a-Si ~H 

p--i-n pholodiode 田址如ed盯k ond 
under whi意e-Hght ilhmunatÎon 

tæ 3 a-Si，H 的寻觅&.近红外透射光谱
Fig.3 T四nsmitlance speclra of 
出e PECVD o-Si ,H I诅ms

考察由频率为 f的 V 到~ V+的方波电压驱动的 FLC SLM. 无写入光照时，光敏层在负

电压周期的暗电流必须足够小.从黯不能对 FLC 充电商量 ON. 因此负电压时的商电流 1"

必须满足

Id.'?>2fU:: FLC 十C， s')IV-I. (1) 

这里将上述的光敏层迸→步等效成电阻 R，，_s.和电容 C. 量的并联，式中 C血和c，...分别是液晶

和光敏层的电容.同时为了防止无写入光照对 FLC 置 ON，应使在驱动方泼的每 J负电压

阶后由于电容分压洒落成的 FLC 上的电压非负，员q意味着 CFOC =c,.,. .ll~ 

dFLC/εFu: =da-':~/且扣 (2) 

式中 dFOC在 εFLC分别为液晶层的厚度和介电常数 ，d， 盔和 ιs分别为光敏层的厚度和介电常

数.出于液晶豹介电常数约为 a-Si ， H 光工极管钩 1泣，因而 a-Si ， H 光敏二极管部厚度应是
FLC 层的 3 倍[6].

另外，为使 FLC 完全重 OFF(擦除)态，在方被正电压剪辑E光敏层必须提供足够电荷，

这可由正向偏重的光电二极管提供，最小电流应满足

1，..)月j[Cnc+C'..s.) IV + I +2PJ. (3) 

式中 P 为 FLC 的自极化强度.

以上是 FLCOASLM 对光敏层光电性能拍基本要求，此外还有黯白电担率i跟刽器件

的空间分辨率〉、光谱响应以及瑞应速度等方面前要求.

3 a-Si:H 薄'震 p-i-n 光被层的能作和特性酒i试

立岳武董事i住在?非们将在被犀祸结梅设计苦1 a-Si ， H 藩朦理 D-j-n *'敏二楼管. a-Si ,H ~ It! 
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厚度直接影响器件的工作性能，太薄则电容大 ，在写入周时 ，尽管无光照，也仍有较大的电压 

降在FLC上而使器件置 ON态．相反，如果太厚则电容小，写入周时，大部分电压将降在光 

敏层而不是液晶上．最佳的厚度应是使 a一 ：H的电容与 FLC的大致相等，即 a—si；H的厚 

度为 FLC的 3倍．由于表面稳定型结构要求液晶层厚为 1~2btm，考虑到实际制作工艺，a— 

Si：H的厚度设计为 2．5 m+ 

a-Si：H薄膜采用辉光放电等离子体化学汽相沉积方法制备 ，沉积温度为 250~300"C， 

功率控制为 100~200W，反应气体为 Sill ，掺杂气氛 H 和 PH 的浓度分别为 2 和 1 ， 

基底为镀有 ITO电极的玻璃 ，P层和 rl层的厚度分别约为 200和 300A，首先沉积 P层并且 

重掺杂，使之与 ITO具有良好的电接触 ，然后是本征层 i层 ，最后沉积的rl层轻掺杂，使其电 

阻率较高 ，以保持器件的空间分辨率．实际制备的光敏层的 i层厚度为 1+5～2．o m+并分别 

在两侧的 ITO和 rl层上沉积 cr、Al电极以备测试． 

图 3中曲线 3为在 PE—Lambda2S分光光度计上测得的 a—si：H薄膜的透射光谱，其中 

曲线 1和 2分别为玻璃基底和镀 ITO玻璃 的透射光谱+a—si：H光敏层 的光照 (白光， 

4000Ix)和暗电流一电压(1-V)特性如图 4所示．可见 ，在光敏二极管反向偏置时，暗电流很小 

井随电压的增加而增大，这 表明其暗电阻很高，对提高和控制器件的性能是有利的．而光照 

下，光电流随电压的增加而显著增大 ，并在电压为 2～3V时趋向于饱和，相同电压下光照和 

暗电流比可达 1O。～1o 量级+这样，使 a—si：H光敏层在反向偏置时成为光控开关 (阻抗变 

化)．而当光敏二极管正向偏置时，光照和暗电流变化趋势都是在一定的电压时迅速增加，即 

二极管趋于导通，使犬部分电压都降在液晶层上，这说明P—i—rl光敏层的光电特性可以满足 

FLC SLM 器件的要求+ 

从前面我们对光寻址 FLCSLM 工作机理和电路模型的分析可知，在理想情况下，当 

a—Si：H反偏时，暗电流应尽量小，而有光照时的光 电流随电压的增加应很快达到饱和，即光 

照时 ，一 特性 曲线尽量陡+正偏时，电流随电压增加应很快增大．上面的测试结果表明：反 

偏时的暗电流还不够小，且随电压增加有较快增大的趋势 ，这主要是 由于 p牛n结构中的 i 

层还不够厚所致+ 

4 结语 

我们介绍了铁电液晶空间光调制器性能和结构特点，从分析光寻址 a—Si：H／FLC器件 

结构原理和电学模型入手，导出了为使器件正常工作对光敏层结构参数、光电特性等方面的 

要求，并结合 a—si：H薄膜 p i—n光敏层的制作工艺研究对其光电特性作了测试和分析．结果 

表明，工作电压下光照态和暗态电流之比达到 1o ～1o ，基本满足 FLCSLM 器件光电性能 

的要求+ 

致谢 实验样 品制备中得到 中国科学皖上海硅酸盐所黄慧祥和钟伯强先 生的大力协助，在 

此表示衷心感谢． 
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厚度亘接影响器件的工作性链，太薄剧电容大，在写入周时.尽管无光烈，也仍有较大幸亏电压

降在 FLC 上面使苦苦件置 ON 态.相反，如果太厚重S电容小，写入用对，大部分电压将萍在光

敏层而不是液品上.最佳的厚度应是使 a-Si ， H 的电容与 FLC 的大致相等.JlP a-Sí，日的厚

度为 FLC 的 3 倍.出子麦丽稳定型结梅要求液品层厚为 1-2乒田，考虑到实标刽作工艺 .a­

Si ， H 的厚度设计为 2.5I'm.

a-Si ， H 薄痕采用辉光放电等离子体化学汽栩沉积方法制备，沉积温度为 250-300'(' • 

功率控刽为 100-200W.反应气体为 Si矶，掺杂气氛 B，H，有 PH，的浓度分别为 2%幸n 1%. 

基底为镀有 lTO 电极的玻璃 .p 层和 a 层的厚度分割j约为 20司和 300主.首先沉积 F 层并且

重掺杂，使之与 lTO 具有良好豹电接触毫然后是本征层 i 层，最后沉积的 a 层轻掺杂，使其电

阻率较富哩以保持器件的空间分辨率.实际制备的光敏层的 i 层厚度为1. 5-2. 0μ田，并分裂

在两侧的 ITO 平nn 层上沉积 Cr 、 AI 电极以备测试.

图 3 中跑线 3为在 PE-Lambda2S 分光光度计上测得的 a-Si ， H 薄凛的透射光谱，其中

曲线 I 和 z分别为玻璃基底和镀 ITO 玻璃的透射光谱. a-Si , H 光敏层的光照 f 臼光，

40001x)草草草音电流-电压 (I-V)特性如图 4 所示.可见，在光敏二极管反向偏量时，陪电流很小

并随电压的增加而主曹大，这麦起草:冀黯电阻很高，对提高草鞋授都器件的佳能是有利的.哥哥光照

下，光电流黯电压的缮细而显著增大，并在电压为 2-3VR才趋向于饱和，指同电压下光照郭

路电流比可达 10'-10' 量缀，这样，使 a-Si ， H 光敏层在反向偏量时成为光控开关〈阻抗变

化).而当光敏二极管正向偏重时.光照鞍暗电流变化趋势都是在一定的电压时迅速增加.IlP

极管趋于导迢，使大部分电压都蹲在液晶层上，这说明 p--i -n 光敏层豹光电特性可以满是

FLC SLM 器件的要求，

从前面我们对光寻址 FLCSLM 王作机理和电路模型的分析可知，在理想情况下，当

a-Si ， H 反键时，黯电流应尽量小，题有光照自莹的光电流黯电压的增加应很快达到饱和. l!P光

照时 I-V 特性曲线尽量陡.正偏树，电流隧电压增加应很快增大.上面的测试结果表P}i ，反

偏时的精电流还不够小，且随电ffi增加有较快增大的趋势，这主要是由于 p-}-n 结构中的 i

层还不够厚所致.

唾结语

我们介绍了铁电液晶空间光调制器佳能和结构特点，从分析光寻址 a-Si ， H/FLC 器件

结构原理草草电学模型入手，导出了为使器件正常工作对光敏层结构参数、光电特性等方面的

要求，并结合 a-Si ， H 薄膜 p-Î-n 光敬层的键作工艺研究对其光电特佳作了测试和分析.结果

表明，工作电压下光黑态和暗态电流之比达到 10'-10'.基本满足 FLCSLM 器件光电性能

的要求，

重量w 实验丰季品制备中得到中留科学院上海硅酸盐所黄慈祥和钟佑强先生的大力协主击，在

此表示衷心感谢，
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Abstraet The general~tructure and operation of the hydrogenated amorphous silicon／ 

ferroe[eetrlc liquid crystal spatial lighl modulators(FLCSLM s)were described in detail． 

The electrical requirements of photosensors for FI CS1 Ms were discussed and derived from 

the a—Si：H／FI C SLM electrical model and equivalent circuits．Fabrication and photoelec— 

lric characteristics of the a S1：H thin film p-i n photosensors were investigated— 

Key words pholosensors，hydrogenated amorphous silicon．thin film ，ferroeleetric liquid 

eryst31，spatial light modulators． 
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